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Zusammenf assung / 

Elektronisches Bauteil mit elnem Halbleiterchip und Verfahren 
zum Bestucken eines Schaltungstragers beim Herstellen des 
5 elektronischen Bauteils. 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil und ein 
Verfahren zum Bestucken eines Schaltungstragers (1) beim Her- 
stellen des elektronischen Bauteils. Der Halbleiterchip (2) 
10 weist dazu auf seiner aktiven Oberseite (3) mindestens einen 
PufferkSrper (4) auf, der beim Bestuckungsverf ahren die unter 
dem Puf f erk5rper , (4) angeordneten Halbleiterbauelementstruk- 
€^ turen der aktiven Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) vor 

SMtr mechanischen Schadigungen schatzt und eine Schutzschicht (23) 

15 eines mechanisch d^pfendeh Materials aufweist. 

[Figur 1] 
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Beschreibung 

Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip und Verfahren 
zum Bestucken eines Schaltungstragers beim Herstellen des 
5 elektronischen Bauteils. 

, > Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einem 

Halbleiterchip, der einen PufferkOrper aufweist, und ein Ver- 
fahren zum Bestucken eines Schaltungstragers beim Herstellen 
10 des elektronischen Bauteils unter Wenden und Abheben des 
Halblei t«;jj.e;hips von einer Folic. 

C3 Das Herstellen elektronischer Bauteile unter Bestucken eines 

' J^,' Schaltungstragers mit Halbleiterchips, die Halbleiterchipkon- 

15 takte aufweisen, erweist sich als relativ krltisch und lie- 
fert teilweise nicht die gewunschten Ergebnisse, zumal wenn 
die Halbleiterchipkontakte als Flip-Chip-Kontakte in Form von 
Kontaktballen, Kcntakth5ckern oder Flachenkontakten vorlie- 
gen- 

20 . 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung 
elektronischer Bauteile unter Bestucken eines Schaltungstra- 
gers mit Halbleiterchips zu verbessern und verbesserte elek- 
tronische Bauteile anzugeben. 

25 

Gel5st wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabh^ngigen 
AnsprUche, Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den 
jeweiligen abhangigen Anspruchen. 

30. Erf indungsgemafi wird ein Verfahren zum BestQcken eines Schal- 
tungstragers mit Halbleiterchips unter Wenden und Abheben der 
Halbleiterchips geschaffen. Dazii weist eine aktive Oberseite 
zusatzlich zu ihren Halbleiterbauelementstrukturen mindestens 
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einen Pufferkttrper auf. Das Verfahren geht davon aus, das6 
die Halbleiterchips auf Transportf olien angeordnet sind/ mil: 
denen sie gewendet und von denen sie abgehoben werden, wobei 
das Verfahren die folgenden Verf ahrensschritte aufweist. 

Zunachst wird eine mit Halbleiterchips bestUckte erste Trans- 
portfolie bereitgestellt , wobei die Halbleiterchips mit ihren 
passiven Ruckseiten auf einer klebenden Oberseite der ersten 
Transportf olie angeordnet sind, Anschlieliend wird eine zweite 
Transportf die auf Halbleiterchipkontakten der aktiven Ober- 
seite der Halbleiterchips angebracht , Das Haftvermogen der 
zweiten Transportf olie ist grSISer als das Haftvermogen der 
klebenden Oberseite der ersten Transportf die,, so dass die 
mechanische Bindung der Halbleiterchipkontakte zu der zweiten 
Transportf olie grower ist als die mechanische Bindung der 
Rtickseiten deir Halbleiterchips an die erste Transportf olie • 
Anschliefiend wird die erste Transportf olie von den passiven 
Rtickseiten der Halbleiterchips entfernt. 



G 



20 Auf der zweiten Transportf olie sind danach die Halbleiter- 
chips aber ihre Halbleiterchipkontakte befestigt. Die Halb- 
leiterchips auf der zweiten Transportfolie kSnnen dann einer 
SchaltungstrSger-Bestuckungseinrichtung zugefuhrt werden* In 
dieser Schaltungstra.ger-Bestuckungseinrichtung werden dann 

25 die Halbleiterchips an einer Abhebeposition mittels einem 
Oder mehreren Stechwerkzeugen nacheinander von der zweiten 
Transportfolie abgehoben, Dabei durchstofien die Stechwerkzeu- 
ge die zweite Transportfolie und heben den Halbleiterchip 
durch Druck auf den vorgesehenen Puf f erkfirper mit der Spitze 

30 der Stechwerkzeuge an* Danach werden die Halbleiterchips von 
der Abhebeposition in. eine Bestuckungsposition verfahren* In 
der Bestuckungsposition werden die Halbleiterchipkontakte auf 
entsprechende Kontaktanschlussf iSchen eines Schaltungstragers 
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abgesetzt und nachfolgend mit. den Kontaktanschlussf ISchen 
verbunden- 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass zum Wenden der Halb- 
5 leiterchips ausschliefilich klebende Transportf olien einge- 
setzt werden und somit das Wenden der Halbleiterchips scho- 
nend erfolgt. SchlieSlich mtissen jedoch die Halbleiterchips 
von der zweiten Transportf olie, die dem Wendemanover dient, 
abgehoben werden. Bei diesem Vorgang schiitzt der Pufferkorper 

10 auf jedem Halbleiterchip die darunter angeordneten Halblei- 
terbauelementstrukturen vor Besch^digungen. Somit kann das 
Bestuckungsverf ahren der vorliegenden Erfindung insbesondere 
beim Abhebevorgang sicher durchgefUhrt werden. Ferner wird 
das Risiko der Beschadigung der empf indlichen. Halbleiterbau- 

15 elementstrukturen auf der aktiven Oberseite des Halbleiter- . 
chips vermindert. Darait wird in vorteilhaf ter Weise die Pro- 
duktivitat erhSht und die • Zuveriassigkeit in der Besttickungs- 
phase bei der Herstellung eines elektronischen Bauteils ver- 
^ bessert. Eine Voraussetzung fur die Verbesserung ist, dass 

,20 entsprechende Pufferkorper auf den aktiven Oberseiten der 

Halbleiterchips erf indungsgemafi vorgesehen werden, Diese Puf- 
ferkorper verhindern das Verkratzen der. aktiven Oberseite des 
Halbleiterchips durch Stechwerk?euge oder Hebewerkzeuge. 



o 



25 Zum Bereitsteilen der ersten Transportf olie kann in vorteil- 
hafter Weise ein ungeteilter Halbleiterwaf er mit seiner pas- 
siven Rtickseite auf eine einseitig klebende Waferfolie aufge- 
klebt wexden und anschlieliend der Halbleiterwaf er zu Halblei-- 
terchips auf der Waferfolie getrennt werden- Die Waferfolie, 

30 die zun^chst dazu dient, die Halbleiterchips beim Trennvor- 

gang in Position zu halten, kann somit anschliefiehd als erste 
Transport folie dienen. Zum Wenden der Halbleiterchips kann 
dann eine zweite Transpbrtfolie in der- GroBe des Halbleiter-. 



FAXG3 Nr: 184892 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 6 von 34) 
Datum 30.10.02 1 1 :20 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
Betreff: 34 Seite(n) empfangen 



30HDKT-2002 11=28 SCHUEIGER & PARTNER 

FIN 410 P/200211641 

4 



+49 89 32199388 S. 07/34 



O 



o 



wafers auf die Flip-Chip-Kontakte der aktiven Oberseite der 
Halbleiterchips eines aufgetrennten Halbleiterwaf ers aufge- 
bracht werden. Die ursprtingliche Waferfolie kann dann von der 
passiven Rtlckseite des Halbleiterwaf ers abgezogeri werden. 
5 . Nach dem Wenden kannen die Halbleiterchips a:uf der zweiten 
Transportf olie einem SchaltungstrSger-'Bestuckungsautoinaten 
zugefuhrt werden, ixm die Halbleiterchips einzeln auf- dem 
SchaltungstrSger zu positionieren . 

10 Eine erste Transportf olie kann auch dadurch bereitgestellt 
werden/ dass Halbleiterchips in Zeilen und Spalten auf der 
klebenden Oberseite einer ersten Transportf die mit ihren 
passiven Riickseiten positioniert werden, Auch in diesem Fall 
wird ein Wenden der Halbleiterchips dadurch erreicht, dass 

15 eine zweite Transportf olie auf die Halbleiterchipkontakte der 
Halbleiterchips der ersten Transportf olie aufgebracht yrird 
und anschlieOend dieser Verbund» aus zwei. Transportfolieh und 
deiri dazwischen.angeordneten Halbleiterchip urn 180' gewendet 
wird, Danach kann dann wieder die erste Transportf olie von 

20 den passiven Riickseiten der Halbleiterchips abgezogen werdjen, . 
um die Halbleiterchips auf der zweiten Transportf olie in ge- 
eigneter Ausrichtung einem Schaltungstrager-BestUckungs- 
automaten zuzuftlhren. 

25 Eine- alternative Mtiglichkeit zur' Durchftihrung des erf indungs- 
gemaften Verfahrens sieht vor, noch vor dem Aufbringen der' 
zweiten Transportf olie die erste Transportf olie mit den Halb- 
leiterchips um 180° zu wenden und erst dann die Halbleiter- 
chips mit ihren Flip-Chip-Kontakten aiaf eine zweite Trans- 

30 ■ portfolie auf zukleben. Danach wird dann die erste Transpbrt- 
folie von den passiven Ruckseiten der .Halbleiterchips abgezo- 
geri. 
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Bei der Durchftihrung des Verfahrens kann nach Abheben eines 
Halbleiterchips von der zweiten Transportf olie mit Hilfe des 
Stechwerkzeugs die passive RUckseite des Halbleiterchips von 
einer Vakuumpinzette erfasst werden und einer Bestiickungspo- 
sition zugeftAhrt werden* In dieser Besttickungsposition kann 
dann die Vakuumpinzette abgesenkt werden, so dass die Flip- 
Chip-Kontakte auf der aktiven Obers'eite des Halbleiterchips 
auf entsprechend angeordnete Kontaktanschlussf lachen eiries 
Schaltungstragers auf gebracht werden konnen. 



10 



Diese Verfahrensweise hat den Vorteil, dass die Vakuuiupinzet-- 
te lediglich die passive Ruckseite des Halbleiterchips er-' 
fasst und somit keine Beruhrung mit den Halbleiterbauelement- 
"^Wv strukturen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips hat. 

15 Somit ist die aktive Oberseite des Halbleiterchips vor Ein- 
grif fen und BeschSdigungen durch die Vakuumpinzette ge- 
schUtz.t- Da andererseits durch den PufferkOrper erreicht 
wirdr dass keine stechwerkzeuge die Halbleiterbauelement- 
strukturen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips be- 

20 schadigen kc>nhen, wird m'it dieser Variante sowohl die aktive 
Vorderseite ials auch die passive Ruckseite vor mechanischer 
Beschadigung geschtitzt. 



Zum Aufbringen einer zweiten Transportf olie kann neben einem 
25 Aufkleben auc:h eixi Aafwalzen^ ein Auflegeh, -cin Aufpresson 

Oder ein Auf laminieren der zweiten Transportf olie auf die Au- 
iienkontakte der Halbleiterchips erfolgen. Diese Techniken 
stellen unterschiedliche Anforderungen an das Material der 
zweiten Transportf olie . Fur ein Aufwalzen Oder Aufpressen der 
30 zweiten Transportf olie weist die zweite Transportf olie eine 
drucksensitive Klebstof f schicht auf* Fur ein Auf laminieren 
nach einem Auflegen der zweiten Transportfolie auf die Halb- 
leiterchipkontakte weist die zweite Transportfolie einen 
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Thermoplast a.ls Beschichtung auf . Dieser Thermoplast erweicht 
bei erhohter TeiT^>6rat:ur und erm5glichet das Auf laminieren. 

Ein Verfahren zur Herstellung mehrerer elektronischer Bautei- 
5 le mit Halbleiterchips, die auf ihrer aktiven Oberseite Puf- 
ferkorper aufweisen, weist die ,nachf olgend beschriebenen Ver- 
fahrensschritte auf. Zunachst wird ein Halbleiterwaf er mit 
mehreren Halbleiterchippositionen- bereitgestellt . Diese Halb- 
leiterchippositionen weisen auf der aktiven Oberseite des 

10 Halbleiterwaf ers Halbleiterbauelementstrukturen auf- Die. 

Halbleiterbauelementstrukturen weisen ihrerseits Elektroden 
auf. Diese Elektroden sind mit Kontaktf ISchen auf der aktiven 
Oberseite des Halbleiterwaf ers verbunden, wobei diese Kon- 
taktf lichen freiliegen und ein Zugriff auf diese Kontaktfla- 

15 Chen mOglich ist. 4 • 

Auf die aktive Oberseite des Halbleiterwaf ers wird in den 
Halbieitercbippositionen mindestens ein PufferkGrper zwischen 
den Kontaktfiachen aufgebracht. AnschlieJiend kttnnen die Kon- 

20 taktflacnen mit Halbleiterchipkontakten bedeckt werden. Der- 
artige Halbleiterchipkontakte werden auch. Flip-Chip-Kontakte 
genannt/ die in Form von Lotballen, Lothockern Oder Fiachen- . 
kontakteri vorliegen konnen. Danach wird der Halbleiterwaf er 
in Halbleiterchips getrennt und die Halbleiterchips werden 

25 auf eine erste Transportf olie aufgebracht. Diese Transportfo- 
' lie kann durchaus eine Waferfolie sein^. auf die der gesamte 
Halbleiterwaf er zunachst aufgebracht und anschlieBend zu 
Halbleiterchips getrennt wird. Danach werden die oben aufge- 
fahrten Verf ahrensschritte zum Bestucken eines Schaltungstra- 

30 gers durchgefiihrt , wobei mit Hilfe einer zweiten Transportf o- 
lie die Halbleiterchips urn 180' gewendet werden. Nachdem das 
Bestucken eines SchaltungstrSgers erfolgt ist^ werden die 
Halbleiterchips in einem Kunststof f gehause zu elektronischen 
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Bauteilen auf dem Schaltungstrager unter Bildung eines Nut- 
zens verpackt. Dieser Nutzen kann schliefllich in einzelne 
elektronische Bauteile getrennt werden". 

5 Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass bereits im sogenannten 
Frontendbereich einer Fertigungslinie Vorsorge getrof fen 
wird^ urn die Herstellung von elektronischen Bauteilen im. Bak- 
kendbereich der Fertigungslinie zu verbessern und zu be- 
schleunigen. Aufgrund der Pufferkttrper kann namlich eine ho- 

10 here Taktf requenz in dem Bestuckungsautomaten gef ahren war- 
den. AuBerdem ist das Risiko einer Beschadigung der, Halblei- 
terchipelementstrukturen wie Leiterbahnen beim Verarbeiten in 
einer Bestdckungsanlage vermindert* Bei dem erf indungsgamafien 
Verfahren ist. es vorgesehen,- bereits im Waferl.evel in jeder 

15 Halbleiterchipposition eihen oder mehrere PufferkSrper aufzu- 
bringen, der ein zuverlSssiges Ausstofien und Anheben von 
Halbleiterchips in einer Abhebeposition eines BestQckungsau- 
. tomaten ,gewahrleistet . Dazu wird ein Stechwerkzeug in der Ab-- 
hebeposition auf den Pufferkfirper ausg.erichtet, so dass das 
.20 Stechwerkzeug die tibrige aktive Oberseite des Halbleiterchips 
nicht beschadigen kann. Neben dieser vorbeugenden SchutzmaB- 
nahme durch Aufbringen eines Puf f erkGrpers entfailt zusStz- 
-lich ein Wenden der Halbleiterchips in dem Bestackungsautoma- . ■ 
ten, weil das Wenden " gleichzeitig und gemein'sam in grofi>er 

25 Zahl.mit Hilfe der ersten und zweiten Transportf olie vor dem 
Zuf ahren zu dem Besttlckungsautomaten erfolgt. 

Zum Aufbringen des Puf f er.korpers wird zunachst der Halblei- 
terwafer oder der Halbleiterchip mit einer Schicht aus mecha- 
30 nisch dampfendem Material, vorzugsweise einer Kunststoff- 

schicht beschichtet. Anschliefiend wird die Schicht zu Puffer- 
kSrpern in den Halbleiterchippositionen mittels Photolitho- 
graphieverfahren und Atzverfahren oder mittels Laserabtrags- 
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verfahren strukturiert . Dazu kann das Material ftir den Puf- 
ferkGrpers auf den Halbleiterwaf er aufgegossen, auf gedartipft, 
aufgesputtert oder auf geschleudert werden und zwar gleichzei- 
tig fur ,alle Halbleiterchips- Die anschliefiende Strukturie- 
rung dieser auf gebrachten Kunststof f schich't mittels Photoli- 
thographieverfahren hat den Vorteil, dass das Material des 
PufferkSrpers zwischen den, Kontaktf lachen in jeder Halblei- 
terchipposition des Halbleiterwaf ers prSzise angeordnet wer- 
den kann. 



10 



Ein anderes Verfahren zum Aufbringen der Puf f erkSrper auf den 
Halbleiterwafer in den Halbleiterchipposif ionen besteht dar- 
in, mittels Strahldrucktechnik, Siebdrucktechnik oder Scha- 
blonendrucktechnik die Pufferkorper bereits strukturiert auf-- 
15 zudrucken. Diese Drucktechnik ermoglicht es, nur dort Materi- 
al auf zubringen, wo ein Pufferkorper auf dem Halbleiterwaf er 
gebildet werden soil- 

Weiterhin konnen auch mehrlagige Beschichtungen zur Herstel- 
20 . lung eines Puf f erkorpers auf den Halbleiterwaf er aufgebracht 
werden- Insbesondere ist es vorteilhaft, eine Hartmetall- 
schicht,. vorzugsweise aus seiner Chrom-Nickel-Legierung auf . 
den PufferkOrpern abzuscheiden, urn die OberflachenhSrte der 
Puf f erkOrper ' zu verbessern und urn einen hSheren mechanischen 
25 Widerstand gegehuber dem Stechwerkzeug beim Anheben der Halb- 
leiterchips zu erreichen. Anstelle einer Hartmetallschicht 
kSnnen die Pufferkorper auch mit einer oxidkeramischen oder 
nitridkeramischen Schicht bedeckt werden, was gegenuber einer- 
Abdeckung mit einer Hartmetallschicht den Vorteil hat/ dass 
30 diese Schutzschichten elektrisch nicht-leitend sind und somit. 
die Gefahr des Auslosens von KurzschlUssen zwischen Kontakt- 
f lichen vermindert ist. 
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Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht darin, ein elektro- 
nisches Bauteil mit einem Halbleiterchip zu schaffen^ wobei 
der Halbleiterchip auf seiner aktiven Oberseite miridestens 
einen Pufferk5rper aufweist. Die Vorteile eines , derartigen 
5 Puf ferkcSrpers wirken sich insbesondere - bei der Bestuckung von 
Schaltungstragern mit den Halbleiterchips aus und verbessern 
die Ausbeute bei der Herstellung von elektronischen Bautei- 
len. Ein derartiger Pufferkdrper ist zwischen den Kontaktfla- 
Chen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips angeord- 
10 net. Er bildet eine Schutzschicht fur die unter dem Puffer- 
korper angeordneten Halbleiterbauelementstrukturen. 

Der Puf f erkGrper weist ein mechanisch dainpf endes Material 
auf, das daftir sorgt, dass der mechanische Impuls des 

13 Stechwerkzeugs, der beim Anheben beziehungsweise Abheben von 
' Halbleiterchips von Transportf oiien. in einem Bestuckungsauto- 
maten auftritt und mit zunehmender Taktfrequenz zu nimmt, ge- 
dampft wird. Ein derartiges Material kann ein Thermoplast 
Oder ein Duroplast sein, wbbei Kunststof f e bevorzugt sind/ 

20 wenn sie einen hohen Isolationswiderstand aufweisen. Di^ 

Oberflache dieses Kunststof fmate'rials des Puf ferkorpers kann 
durch ein Hartmetall^ vorzugsweise einer Chrom-Nickel- 
Legierung, Oder durch eine Oxidkeramik oder durch eine Ni- 
tridkeramik verbessert werden. 

25 

Der ! Puf f eirkOrper kann im wesentlichen eine kreisfOrmige oder 
eckige Kont.ur mit einem Durchmesser beziehungsweise einer 
Kantenlange zwischen 50 und 500 Mikrometern bei einer Dicke 
zwischen 2 und 50 Mikrometern aufweisen. Die Dicke richtet 
30 sich nach dem Abrundungsradius der Spitze des Stechwerkzeu- 
ges. Die Dicke des Puf ferkorpers kann mit zunehmendem Run- 
dungsradius der Spitze vermindert werden, 'um die gleiche 
Schutzwirkung zu erzielen. Die auBere Kontur des Puffer kor- 
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pers, ob kreisfSrmig oder eckig, richtet .sich nach den Anord- 
nung der Kontaktf lachen auf der aktiven Oberseite des* jewel- 
ligen Halbleiterchips . Anstelle eines einzigen Puf f erkdrpers 
kOnnen auch mehrere Puf ferk5rper zwischen den Kontaktf ISchen 

. 5. auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips verteilt ange- 
ordnet sein. Dabei wird ein einzelner Pufferkbrper im Beroich 
des Schwerpunktes des Halbleiterchips angeordnet und mehrere 
Pufferkorper werden gleichmaJiig "um einen- Schwerpunktsbereich 
. des Halbleiterchips verteilt. Auch hier richtet sich die An- 

10 zahl der Puffer k5rper nach den auf zubringenden KrSften beim 
Abhebeii eines Halbleiterchips von einer zweiten Transport fo- 
lie. Je grolSer die auf zubringenden Abhebekrafte sind, umso 
gr5i2>er ist die Zahl der vor zusehenden Stechwerkzeuge und da- 
mit die Zahl der erf orderlichen Puf f erkOrper auf der aktiven 

15 Oberseite der Halbleiterchips, um Mikrorisse im Halbleiter- 
chip zu vermeiden- ' 

Neben den erf indungsgemMfien elektroiiischen Bauteilen sind 
auch die erfindungsgemSiien Halbleiterwaf er ein wichtiges Han- 

20 delsgut. Derartige erf indungsgemaBe Wafer weisen in Zeilen 

und. Spalten angeordnete Halbleiterchips auf, wobei die Halb- 
leiterchips mindestens einen Pufferkorper ihrerseits aufwei- 
sen, der fiir ein erf indungsgemSISes Verf ahren . zur Herstellung 
eines elektronischen Bauteils vorgesehen ist. 

25 " • . ■ 

Zusatnmenf assend ist f est zustellen, dass mit der vorliegenden 
Erfindung die mechanische Beschadigung der elektrisch aktiven 
Chipoberf iSche mit einem Stechwerkzeug in einem BestUckungs- . 
' automaten vermieden wird, und ein hoher Durchsatz fur den 

30 Flip-Chip-Prozess m5glich wird- Dieses wird durch den erfin- 
dungsgem^flen Pufferkorper auf der aktiven Oberseite eines 
Halbleiterchips erreicht. Somit wird durch das Einbringen ei- 
nes Puf f erkGrpers im Frontendbereich der Herstellung von 
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elektronischen Bauteiien eine Struktur geschaffen, die den 
Halbleiterchip vor mechanischen Beschadiguhgen iiti Backendpro- 
zess, insbesondere vpr Beschadigung durch die Ausstechwerk'- 
zeuge, schutzt. 

'5 

Die Erfindung wird nun anhand der anliegenden Figuren nSher 
eriautert'. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
io. Halbleiterchip mit Halbleiterchipkontakten und mit . 

einem Puf f erkOrper geinali einer ersten Ausf tihrungs- . 
form der Erfindungr 

liP/ Figur 2 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht des 

15 ' Halbleiterchips gemSfi Figur 1, • ' - 

Figur 3 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht ei- 
nes Halbleiterchips gemaft einer zweiten Ausfuh- 
rungsfprm der Erfindung, 

20 

Figur 4 zeigt eine schematische per,spektivische Ansicht ei- 
nes Halbleiterchips gemafl einer dritteh Ausfuh^ 
rungsform der .Erfindung, > 

25 Figur 5 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht ei- 
^ nes Halbleiterwafers mit Halbleiterchip auf einer . 

^''f ersten Transportf die, 

Figuren 

30 6 bis 12 zeigen Prinzipskizzen von .Verf ahrensschritten zur 
Bestuckung eines Schaltungstragers mit erfindungs- 
gemafien Halbleiterchips, 
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Figur 6 zeigt eine Prinzipskizze mit auf einer ersten 

Transportfolie aufgeklebten erf indungsgem^3en Halb- 
leiterchips, 

Figuren 

7 bis 9 zeigen .Prinzipskizzen zuin Wenden des Halbleiter- 
chips unter Umsetzen des Halbleiterchips von der 
ersten Transportfolie geiaali Figur 6 zu einer zwei- 
ten Transportfolie, 



10 



Figur 10 zeigt eine Prinzipskizze eines Halbleiterchips auf 
der zweiten Transportfolie gemaii Figur 9^ 

Figur 11 zeigt eine Prinzipskizze einer Abhebeposition eines 
15 Schaltungstrager-Bestttcikungsautomaten zusaromen mat 

einem erf indungsgemaaeh Bauteil, 

Figur 12 zeigt eine Prinzipskizze einer BestQckungsposition 
eines Schaltungstrager-rBBsttickungsautomaten zusam- 
20 men mit einem erf indungsgemaBen Bauteil. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Halbleiterchip 2 mit Halbleiterchipkontakten 9 und mit einem 
Pufferkorper 4 einer ersten Ausf Uhrungsf orm der Erfindung, 
25. Der Halbleiterchip 2 weist eine passive Ruckseite 7 und eine 
aktive Oberseite 3 auf. Die aktive Oberseite 3 hat- freilie- 
, gende Kontaktf iSchen 19, die in dieser Ausf uhrungsf orm der 
Erfindung Halbleiterchipkontakte 9 tragen, welche als L6tbal- 
le ausgebildet sind, Diese Halbleiterchipkontakte werdenauch 
30 Flip-Chip-Kontakte genannt und sind auf eine zweite Trans- 
portfolie 6 mit: einer klebenden Oberseite 8 fixiert. Diese 
zweite Transportfolie 6 dient dazu, Halbleiterchips in eine 
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Abhebeposition eines hier nicht gezeigten Schaltungstr^ger- 
Besttickungsautomaten zu transportieren* 

In einer derartigen Abhebeposition 10^ wie sie in Figur 1 
5 dargestellt ist/ wird mit einem iciit gestrichelten Linien ge- 
zeichneten Stechwerkzeug 11 die zweite Transportf olie 6 
• durchstofien und;der Halbleiterchip 2 von der klebenden Ober- 

selte 8 der zweiten Transportf olie 6 abgehoben. Die Spitze 24 
- des Stechwerkzeuges 11 berlihrt beim Abheben des Halbleitef-, 
10 chips 2 aufgrund des erf indungsgemafien* Puf f erkorpers 4 nicht 
die mit einer Haibleiterbauelementstruktur versehene aktive 
Oberseite 3 des Halbleiterchips 2. Die Spitze 24 trifft viel- 
mehr auf eine Hartmetallbeschichtung 22 und auf eine darunter 
angeordneten Schicht 20 aus mechanisch dampfendem Material. 
15 Dieser Puf ferkarper .4 dient dazu, die Halbleiterchips 2 von 

der zweiten Transportf olie 6 in der Abhebeposition 10 bei ho- 
her. Taktfrequenz und damit bei hoher BestOckungsrate eines 
, Schaltungstrager-Bestackungsautomaten zuverlSssig zu abzuhe- 
ben,^ ohne dass die empfiiidliche aktive Oberseite 3 des Halb- 
20. leiterchips 2 beschadigt wird,- 

Die Figuren 2 bis 4 zeigen unterschiedlichen Ausfahrungsf or-, 
men des Puf f erkOrpers 4 eines Halbleiterchips 2 der vorlie- 
genden* Erfindung. 



o 



25 ' , . 

In Figur 2 ist im Flachenzentrum 25 der aktiven Oberseite 3 
des Halbleiterchips 2 ein eckiger Pufferkorper 4 angeordnet, 
der eine Seitenl&nge von 50 bis 500 Mikrometern und eine Dik- 
ke zwischen 2" und 50 Mikrometern aufweist- Der PufferkGrper 4 

30 ist umgeben von Halbleiterchipkontakten 9, die in Zeilen und ' 
Spalten im Randbereich der aktiven Oberseite 3 des Halblei- 
terchips 2 angeordnet sind. 
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Figur 3 zeigt eine zweite Ausf lihrungsf orm der Erfindung, bei 
der im Flachenschwerpurxkt 25 der aktiven Oberseite 3 des 
Halbleiterchips 2 ein kreisf ormiger Pufferkorper 4 angeordnet 
Ist- Auch dieser Puffefk5rper 4 ist von Halbleiterchipkontak- 

•5 ten 9 in Form von Lotbailen^ die in Zeilen und Spalten im 

Randbereich der aktiven Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 an- 
geordnet sind, umgeben. Die Dicke des Pufferkorper s 4 erit- 
spricht der Dicke des Puf f erkGrpers 4 der Figur 2 und der 
Durchmesser dieses Puf f erkdrpers 4 in Figur 3 liegt zwischen 

10 50 lind 500 Mikrometern. 

Halbleiterchips mit Puf f erkorpern 4 der ersten beiden AusfUh- 
rungsformen der Figur 2 bzw. der Figur 3 sind geeignet, um in 
Schaltungstrager-Bestackungsautomaten eingesetzt zu warden, 
15 in dere'n Abhebeposition ein einzelnes Ausstechwerkzeug zum 
Abheben eines Halbleiterchips 2 von einer in diesen beiden 
Figuren nicht gezeigten zweiten Transportf olie vorgesehen 
ist« 

20 Figur 4 T.etigt. eine schematische perspektivische Ansicht eines 
Halbleiterchips 2 e'iner. drltten AusXuhjiungsf oot der Brf in - 
dung. Der Unterschied zxx den ersten beiden Ausfuhrungsf ormen 
der Erfindung liegt darin, dass kein Pufferkorper 4 im Be-, 
reich des FlSchenschwerpunktes 25 der aktiven Oberseite 3 des 

25 Halbleiterchips 2 vorgesehen ist, sondern dass vier gleichma- 
iiig im Umkreis des FlSchenschwerpunktes 25 verteilte Puffer- 
korper 4 auf der Oberflache 3 des Halbleiterchips 2 vorgese- 
hen sind. In diesem Fall sind dementsprechend vier Stechwerk- 
zeuge in der Abhebeposition eines Schaltungstrager- 

30 Bestackungsautomaten vprzusehen, Eine derartige Ausfuhrungs- 
form der Erfindung ist dann vorteilhaft, wenn die aktive 
Oberseite 3 und, die Anzahl der Halbleiterchipkontakte 9 ' ein 
Vielfaches gegenUber den ersten beiden Ausf iihrungsf ormen be- 
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tragt, urn die Belastung des Halbleiterchips 2 beiiti Abheben 
von einer zweiten Transportf die zu erleichtern und Mikro- 
rissbildungen durch erhShte Biegebelastungen vorzubeugen. 

5 Figur 3 zeigt eine scheraatische perspektivische Ansicht eines 
Halbleiterwafers 14 mit Halbleiterchips 2 auf einer ersteh 
Transportf olie 5. per Halbleiterwaf er 14 zeigt in Zeilen 26 
^ und Spalten 27 angeordnete Halbleiterchippositionen 18 . Bei 

der Herstellung eines derartigen Halbleiterwafers 14. wurden 
10 zunachst Puf ferkOrper .4 nach Fertigstellung der halbleitere- 
lektronischen Strukturen a:uf der aktiven Oberseite 3 im Be- 
reich des Flachenschwerpunktes 25 jeder Chipposition mit Hil- 
fe eines Auf druckverfahrens aufgebracht. AnschlieJSend werden 
auf dem Halbleiterwaf er 14 die Auiienkontakte 9 in Form von 
15 Lotballen aufgebracht. Danach kann der Halbleiterwaf er 14 auf 
der ersten Transportf olie 5 entiang der waagerechten Trennli- 
' nien 28 und der senkrechten Trennlinien 29. in einzelne Halb- 
leiterchips 2 mit Puf ferkcSrper 4 getrennt werden. Da fUr eine 
Welterverarbeitung des Halbleiterwafers 14 jedes der Halblei- 
20 terchips 2 xom 180° gewendet werden muss, wird eine zweite 
Transportf olie auf die Halbleiterchipkontakte 9 aufgeklebt, 
deren Klebstof f schicht eine groftere AdhSsion zu den Halblei- 
terchipkontakten 9 aufweist, als die in Figur 5 gezeigte er- 
ste Transportf olie 5 zu der passiven Ruckseite 7 des Halblei- 
25 terwafers 1.4. Somit werden sfimtliche Halbleiterchips einer 

Scheibe gleichzeitig um 180" gewendet und fiir die Welterver- 
arbeitung in einem Schaltungstrager-BestUckungsautomaten be- 
reitgestellt • 

30 Die Figuren 6 bis 12 zeigen Prinzipskizzen von Verfahrens- 
schritten zum Bestucken eines Schaltungstragers 1 mit Halb- 
leiterchips 2, ( 



o 
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In Figur. 6 ist ein Halbleiterchip 2 mit seiner, passiven Ruck- 
seite 7 auf der klebenden Oberseite 8 einer ersten Transport- 
folie 5 angeordnet. In dieser Anordnung ist die aktive Ober- 
seite 3 des Halbleiterchips 2 oberhalb der ersten Transport- 
folie 5 angeordnet und Halbleiterchipkontakte 9 des Halblei- 
terchips 2 zeigen weg von der ersten Transportf olie 5- Zwi-* 
schen den Halbleiterchipkontakten 9 in Form von LotbSilen ist 
im Fiachenschwerpunkt^ 25 . der aktiven Oberseite 3 ein Puffer-, 
k5rper 4 angeordnet* 



10 



In Figur'7 ist die erste Transportf olie 5 mit dem Halbleiter- 
chip 2 gegentiber der Figur 6 um 180' gewendet worden. Sie 
(3^ wird mit dem Halbleiterchip '2 in Pf eilrichtung A' auf eine 

zweite Transportf olie 6 mit einer klebenden Oberseite 8 abge- 
15 senkt * 

In Figur 8 ist eine Verbundpackung aus erster Transportfo- 
lie 5 und zweiter Transportf olie 6 "und da'zwischen angebrdne.^ 
tern Halbleiterchip 2 im' Querschnitt zu sehen, wobei die.Halb- 
20 leiterchipkontakte 9 auf der klebenden Oberseite 8 der zwei- 
ten Transportf olie 6 bef estigt sind. Die Adhasionskraf t der 
klebenden Oberseite 8 der zweiten Transportf olie 6 zu den 
Halbleiterchipkontakten 9 ist vesentlich grower als die Adha- 
sionskraft zwischen der passiven RUckseite 7 des Halbleiter- 
25 chips 2 und der ersten Transportf olie 5- 



Figur 9 zeigt das Abheben der ersten Transportf olie 5 .in 
Richtung B von der Rtickseite 7 des Halbleiterchips 2 weg, Der 
Halbleiterchip 2 wird dabei mit seinen Halbleiterchip kontak- * 
30 ten 9 nicht yon der zweiten Transportf olie 6 gel5st. 

Figur 10 zeigt eine Prinzipskizze des Halbleiterchips 2 nach 
dem Entfernen der ersten Transportfolie, so dass der Halblei- 
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terchip 2 auf der zweiten Transportfolie 6 einer Abhebepo'si- 
tion eines Schaltungstrager-Bestuckungsautomaten zugef tihrt 
werden kann* 




o 



5 Flgur 11 zeigt die zweite Transportfolie 6 in der Abhebeposi- 
tion 10 des Schaltungstrager-Bestackungsautoiuaten, wobei ,ein 
Stechwerkzeug 11 die zweite Transportfolie 6 in Pf eilrichtung . 
C durchstochen hat und den Halbleiterchip 2 in seinem Fla- 
chenschwerpunkt 2 5 von der zweiten Transportfolie 6 abhebt- 

10 In dem Flachenschwerpunkt 25 ist der Pufferkfirper 4 angeord- 
net, der daflir sorgt, dass der Halbleiterchip 2 nicht beschS- 
digt wird und eine Vakuuiupinzette 17 nimmt die Rtickseite 7 • 
des Halbleiterchip© 2 auf und transportiert den Halbleiter- 
chip 2. in Pf eilrichtung D zu einer Bestuckungspo'^ition. 

15 . . ' . 

Figur 12 zeigt eine Prinzipskizze einer Bestiickungsposition • 
12 eines Schaltungstrager-Besttickungsautomaten. In der Be- 
stuckungsposition 12 befindet sich ein Schaltungstrager 1, . 
der Kontaktanschlussfiachen 13 einer ubergeordneten Schaltung 

20 Oder einer Umverdrahtungsplatte aufweist. Der Halbleiterchip 
2, der fioch v.on einer Vakuumpinzette 17 gehalten wird, wird 
in der BestUckungsposition 12 ausgerichtet und in Pfeilrich- . 
tung F mit seinen Halbleiterchipkontakten 9 auf die Kontak- 
tanschlussflachen 13 des Schaltungstragers 1 abgesenkt. In 

25 dieser Position kann bereits bei . entsprechender Vorwarmung 

des Schaltungstragers 1 der Halbleiterchip 2 mit seinen Halb- 
leiterchipkontakten 9 aus Lotballen auf die Kontaktanschluss- 
flachen gelotet werden. Zur weiteren Herstellung eines elek- 
tronischen Bauteils sind dann noch hier nicht veranschaulich- 

30 te Schritte erf orderlich/ die ein Verpacken beispielsweise 

von mehreren Halbleiter chips auf einem .SchaltungstrSger 1 in 
eine Kunststqf f gehausemasse umfassen, wobei ein Nutzen gebil- 
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det wird, der nach dem Anbringen von AuBenkontakten in ein 
zGlne elektronische Bauteile geteilt wird. 
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Bezugszeichen - 

i ' SchaltungstrSger 

' 2 \ Halblelterchip 
5 3 aktive Oberseite 
4 Puf ferkorper 
. 5 erste Transportf olie 

6 zweite Transportf olie 

7 passive Riickseite 
10. 8 . klebende Oberseite 

9 Halbleiterchipkontakte , ■ \ 

10 Abhebeposition • 

Stechwerkzeug . ' 

12 BestQckungsposition - 

15 13 Kontaktanschlussf lachen 

14 Halbleiterwaf er 

15 Waferfolie ' z - 

16 Verbund aus erster und ' zweiter* Transportf olie 

17 Vakuufnpinzette 

- 20 18 Halbleiterchipposition 

19 Kontaktflachen 

20 Schicht aus mechanisch. dampf endem Material 

21 mehrlagige Beschichtung 

22 Hartmetallbeschichtung 

•25 23 , Schut zschicht . ' 

24 ' Spitze.dGS Stechwerkzeuges 

" 25 Fiachenschwerpunkt . 

•'•26 Zeilen 

^ ' 27 ' Spalten 

30 28 Trennlinien (waagerecht) 

29 Trennlinien (senkrecht) 

A-F 'Pfeilrichtungen 
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Patent ansprtiche 

1. Verfahren zum Bestacken eines Schaltungstragers (1) mit 
Halbleiterchips (2) unter Abheban und Wenden der Halb- 
5 leiterchips (2), die auf einer aktiven Oberseite (3) zu- 

s^tzlich zu Halbleiterbauelementstrukturen mindestens 
einen Pufferkarper {4} aufweisen, wobei die Halbleiter- 
chips (2) auf einer Transportf olie (5, 6) angeordnet 
sind, und wobei das Verfahren folgende Verf ahrensschrit- 
10 te aufweist: 

Bereitstellen einer mit Halbleiterchips (1) be- 
stackten ersten Transportf olie (5) ^ wobei die Halb-- 
. leiterchips (2) mit ihren passiven Rilckseiten (7) 
auf einer klebenden Oberseite (8) der ersten Trans- 
15 " - portfolie (5) angeordnet sind^ 

Aufbringen einer zweitexi Transportf olie (6) auf 
Halbleiterchipkontakte (9) der aktiven Oberseite 
■ {'9) der Halbleiterchips (2), wobei das HaftvermOgen 
der zweiten Transportf olie (6) gr5Ber ist als das 
' 20 Haftvermogeh der klebenden Oberseite (8) der ersten 

Transport f olie (5) , 
. - Entfernen der ersten Transportf olie (5) von den 
passiven ROckseiten (7)' der Halbleiterchips (2) , 
Zufiihren der Halbleiterchips (2) auf der zweiten 
25 Transportf olie (6) zu einer Schaltungstrager- 

Bestuckungseinrichtung, in welcher die Halbleiter- 
chips (2) von der zweiten Transportf olie (6) an ei- 
ner Abhebeposition (10) mittels einem oder mehrerer 
Stechwerkzeuge (11) nacheinander abgehoben werden, 
30 wobei die Stechwerkzeuge (11) die zweite Transport- 

folie (6) dufchstoBen und an den auf dem Halblei- 
terchip (2) vorgesehenen Pufferk5rper (4) angrei- 
fen, und 



O. 
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wobei die Halbieiterchips (2) nacheinander mit ih- " 
ren Halbleiterchipkontakten (9) an eiaer Bestuk- 
kungsposition (12) der Schaltungstrager- 
Bestuckungseinrichtung auf entsprechende Kontaktan- 
5 . . schlufiflachen (13) eines Schaltungstr^gers (1) ab- 

gesetzt und mit den Kontaktanschlussf lichen (13) 
verbunden werden- 

■ 2, , Verfahren nach Anspruch 1, . 
10 dadurch ge kennzeichnet , dass 

vor dem Aufbringen der zweiten Transportf olie (6) 
die erste Transportf olie (5) mit den Halbieiter- 
chips (2) urn . ISO"* gewendet wird- 

^ . . 15 3.. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
vor dem Entfernen der ersten Transportf olie (5) von 
den passiven Rdckseit.en (7) der Halbieiterchips (2) 
ein Verbund (16). aiis erster Transportf olie (5) und 
20 zweiter Transportf olie (6) sowie zwischen den Poll- 

en (5, 6) angeordneten Halbieiterchips (2) uin 180'' 
■ . . ■ - . ■ i 

gewendet- wird. 

• 4. Verfahren zuf Herstellung mehrerer elektronischer 
25 ^ Bauteile mit Halbieiterchips (2) , die auf ihren ak- 

tiven Oberseiten (3) Pufferkorper (4) aufweisen, 
wobei das Verfahren folgende Verf ahrensschritte 
aufweist: 

Bereitstellen eines Halbleiterwaf ers (14) mit 
30 mehreren Halbleiterchippositiohen (18), wobei 

die Halbleiterchippositionen tlB) Halbleiter- 
bauelementstrukturen aufweisen, und wobei die 
Halbleiterbauelementstrukturen Elektroden auf- 
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weisen^ die mit Kontaktf IScheii (19) elektrisch 
verbunden sind, 

Aufbringen von rtiindestens einem PufferkOrper 
(4) in den Halbleiterchippositibnen (18) aiif 
5 dem Halbleiterwafer (14) zwischen den Kontakt- 

fiachen (19) , 

Aufbringen von Halbleiterchipkontakten (9) auf 
die KontaktflSchen (19),, 
- . Trennen des Halbleiterwaf ers in Halbleiter- 
10 ^ chips (2) und Aufbringen der Halbleiterchips 

(2) auf eine erste Transportf olie (5), 
Durchfiihren eines Verfahrens zum Bestucken ei- 
nes Schaltungstragers (1) nach einem der^ An- 



sprUche 1 bis 8, 

15 / - Verpacken der Halbleiterchips (2) in einem 

Kunststpf fgehSuse zu elektronischen Bauteilen 
auf dem SchaltungstrSger (1) unter Bildung ei-. 
nes Nutzens, 

- Auftrenrien des Nutzens in einzelhe elektroni- 
20 sche Bauteile. 

5. Verfahren nach Anspruch 4^ 

dadurch gekennzeichnet, da s s 
zum Aufbringen des Puf f erkorpers (4) zunachst der 
25 Halbleiterwafer (14) oder der Halbleiterchip (2) 

"mit einer Schicht (20) . aus mechanisch d^pfendem 
Material/ vor-zugsweise einer Kunststoff schicht ^ be- 
.schichtet wird^ die anschlieBend zu Pufferkorpern 
(4) in den Halbleiterchippositionen (18) mittels 
30 Photolithographieverf ahren und Atzverfahren oder 

mittels Laserabtragsverf ahren strukturiert wird. 



Q 
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Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

die Pufferkorper (4) in den Halbleiterchippositio- 

nen (18) mitt^ls Strahldrucktechnik^ Siebdrucktech- 

nik Oder Schablonendrucktechniken aufgedruckt wer- 

den - 



10 




; V/ 



15 



20 



1. Verfahren nach einem der . Anspriiiche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
eine mehrlagige Beschichtung (21) auf den Halblei- 
terwafer (14) aufgebracht wird, die anschlieftend ZU' 
Puf f erkorpern (4) strukturiert wird. |* 

8. Halbleiterchip (2) , der auf seiner aktiven Obersei- 
te (3) mindestens einen Puffer kOrper (4) aufweist, 
der zwischen den Kontaktf lachen (19) angeordnet 1st 
und mindestens eine Schutzschicht (23) fur die un- 
ter dem Puffer ka.rper (4) anqeordneten Halbleiter- 
bauelementstruktiiren der aktiven Oberseite (3) des 
Halbleiterchips (2) aufweist^ und wobei die Schutz- 
schicht (23) eiii mechanisch dampfendes Material 
aufweist. 



o 



25 



30 



9. . Halbleiterchip (2) nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet^ dass 
die freie OberflSche des Puf f erkorpers (4) stellen- 
. weise ein Hartmetall, vorzugsweise eine Chrom- 
Nickel-Legierung oder eine Oxidkeramik oder eine 
Nitridkeramik aufweist. ' * 

0 

10* Halbleiterchip (2) nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, 
dadurch g e k e n n z e i c h n.e t , dass- 
der Pufferkorper (4) eine im wesentlichen kreisfSr- 
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mige oder eckige Kontur mit einem Durchmesser be- 
ziehungsweise einer Seitenl^nge- zwischen 50 und 500 
Mikrpmetern und einer Dicke ^zwischen .2 und 50 Mi- 
krometern aufweist. 

5 , • ' : • 

11. Halbleiterchip (2) nach einem der AnsprUche 8 bis 

10 . 

dadurch gekenn^eichnet, dass. 
der Pufferkorper (4) im Bereich des Schwerpunktes 
10 • des Halbleiterchips (2) angeordnet ist, oder dass 

mehrere Pufferkorper (4) gleichmaJiig verteilt um 
einen Schwerpunktsbereich des Halbleiterchips (2) 
angeordnet $ind. 

15. 12- Halbleiterwafer mit in Zeilen und Spalten angeord- 

neten Halbleiterchips (2) nach einem der AnsprUche 
" . "8 bis 11. . ' - 

13- . Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip (2) 
20 nach einem der Anspruche 8 bis 11 
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